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１．概要（Summary） 

従来のトランジスタ機能に加え，スピンの機能性を

有するスピントランジスタの実現に向け，強磁性電

極から半導体にスピンの揃った電子を注入する半

導体スピン注入の研究が盛んに行われている．これ

まで GaAs や Si，Ge など種々のバルク半導体への

スピン注入が室温で実証されている．一方，

AlGaAs/GaAs 2 次元電子ガス(2DEG)構造へのスピ

ン注入の報告例は少なく，強磁性半導体の GaMnAs

をスピン源として用いた素子で実現されているの

みである[1]．さらに，GaMnAs の強磁性転移温度(TC)

は室温より低いため，スピン注入の実証も 50 K 以

下に限られている．本研究では，TCが室温より十分

高い Co2MnSi (TC > 900 K)をスピン源に用い，

AlGaAs/GaAs 2DEGチャネルへのスピン注入を室温

において実証した． 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高精度電子ビーム露光装置(ELS-7000HM)，  

反応性イオンエッチング装置(RIE-10NRV) 

【実験方法】 

GaAs(001)基板上に AlGaAs/GaAs 系 2 次元電子チャ

ネルとスピン源として Co2MnSi(CMS)電極を有する層構造

を，MBE 法とスパッタ法により成長した．その後，超高精

度電子ビーム露光装置および反応性イオンエッチング装

置等を用いて横型スピン輸送デバイスに加工した． 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 に 4.2 K と室温における非局所スピンバル

ブ信号を示す．図に示すように，注入電極と検出電

極間の相対磁化配置の変化による明瞭なスピンバ

ルブ信号が観測され，GaMnAs を用いた先行研究に

比べ，より高い温度でのスピン注入を実証した． 

               

Fig. 1 Spin-valve signal at 4.2 K and RT 

４．その他・特記事項（Others） 

・JSPS 科研費 17H03225 

・参考文献： 

[1] M. Oltscher et al., PRL 113, 236602 (2014). 

  

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

(1) Z. Lin, D. Pan, M. Rasly, and T. Uemura, Appl. Phys. 

Lett. 114, 012405(5pp), 2019． 

(2)  Z. Lin, D. Pan, M. Rasly, and T. Uemura, IEEE 

International Magnetics Conference 2018 (INTERMAG 

2018), (2018 年 4 月 27 日)  

(3) Z. Lin, D. Pan, M. Rasly, and T. Uemura, 2019 Joint 

MMM-Intermag Conference, (2019 年 1 月 15 日). 

 

６．関連特許（Patent） 
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